Угловая и дозовая зависимость коэффициента распыления кремния фокусированным ионным пучком галлия
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В работе представлены экспериментальные результаты по изучению угловой и дозовой зависимостям распыления Si фокусированным ионным пучком (ФИП) Ga. Несмотря на то, что процесс распыления исследуется достаточно давно и получен большой объем экспериментальных и теоретических результатов, выяснилось, что бомбардировка образцов фокусированными пучками (диаметр порядка 10 нм) имеет существенные особенности, требующие их исследования [1]. В частности, имеется всего несколько работ, посвященных изучению угловой зависимости коэффициента распыления Si ионами Ga+ [2]. В то же время ФИП находят широкое применение формирования микро- и наноструктур на поверхности с высоким аспектным отношением линейных размеров к глубине. 
Эксперименты по распылению Si ионами Ga с энергией 30 кэВ проводились на установке Quanta 3D 200i от FEI™. Диаметр пучка составлял 66 нм, ток 3 нА, угол падения изменялся от 0º до 80º. Доза облучения от 1017 до 1018 ион/см2. На поверхности формировались растры размером 30×13 мкм2. С помощью электронного микроскопа прибора определялись размеры кратеров распыления и вычислялся его объем. Коэффициент распыления определялся по формуле (1):
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Были получены значения коэффициентов распыления. При нормальном падении Y=2,5 ат./ион дозе 2×1017 ион/см2, что хорошо согласуется с имеющимися данными [2]. Погрешность измерений не превышала 10% при больших углах падения. 

В докладе приведено подробное обсуждение полученных результатов на основании известных механизмов распыления.
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